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高効率な AlGaN系デバイスの実現には、低コストで高品質な下地 AlGaN 膜が必要である。我々

はサファイア基板上のスパッタ堆積 AlN 膜に対して、face-to-face 法のアニール（FFA）により高

い結晶性を有する AlN膜の実現を報告している[1]。しかし、FFA により得た AlN膜は大きな圧縮

歪みを持つことから[2] 、AlGaN 成長にともなう基板の反り増大や量子井戸での緩和によるミス

フィット転位発生が懸念される。これに対して、AlN 層と AlGaN層の間に超格子（SL）構造を挿

入することで歪みを制御できることが報告されている[3]。そこで本研究では、スパッタ堆積 AlN

膜の FFA 基板上に、MOVPE 法により高 Al 組成 AlGaN 層や AlN/AlGaN 超格子層の成長を行い、

AlGaN成長における歪み制御を検討した。 

膜厚 170～430 nmの RFスパッタ堆積 AlN を 1700℃で 3 hの FFA を行い、それを AlNテンプレ

ートとして、MOVPE 法により AlN ホモエピ層、AlN/AlGaN SL層、Si-doped AlGaN層を基板温度

1150oC で成長させた。Fig.1に試料構造の例を示す。また、Fig.2に AlN/AlGaN SL層有無の試料に

おける X線回折逆格子空間マップ（XRD-RSM）を示す。超格子構造を用いることで Si-doped AlGaN

層が緩和して成長することがわかる。光学顕微鏡像の観察から、表面形態は超格子構造の有無に

かかわらずヒロック構造を有した。 
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Fig.1 A schematic 
sample structure.  

n-AlGaN 

AlN AlN 

n-AlGaN 

(b) w/ SL 50 pairs (a) w/o SL 

Fig.2 XRD-RSMs around (-1 -1 4) diffraction. 
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